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Новые тенденции развития рынка приборов на арсениде галлия 
 

Н. А. Кульчицкий, А. В. Наумов, В. В. Старцев  
 

 В работе обсуждается современное состояние технологии получения, а также 

особенности мирового рынка арсенида галлия, дан анализ тенденций его развития. 

Рассмотрены особенности различных технологий выращивания кристаллов арсе-

нида галлия; проведен анализ характеристик получаемых материалов, приборов на 

их основе, а также основных производителей.  
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Введение 
 

До последнего времени одним из наибо-

лее быстрорастущих сегментов рынка были 

интегральные схемы (ИС) на GaAs для мо-

бильной телефонии. В последнее годы рынок 

мобильной связи демонстрирует некоторое 

насыщение. Новым двигателем мирового 

рынка арсенида галлия стала фотоника. Рынок 

подложек GaAs к 2023 г., согласно прогнозам, 

превысит 4 млн шт. в пересчете на диаметр 

150 мм. В денежном измерении рынок пла-

стин GaAs, как ожидается, достанет $1,3 млрд 

к 2023 г. с ежегодным темпом роста 11,5 %  

 
 

Кульчицкий Николай Александрович
1,2

, зам. началь-

ника управления, д.т.н. 

Наумов Аркадий Валерьевич
3
, инженер-аналитик. 

Старцев Вадим Валерьевич
3
, главный конструктор. 

1 
АО «НПО «Орион». 

Россия, 111538, Москва, ул. Косинская, 9. 

E-mail: orion@orion-ir.ru 
2
 МИРЭА – Российский технологический университет 

(РТУ МИРЭА). 

Россия, 119454, Москва, просп. Вернардского, 78. 
3
АО «Оптико-механическое конструкторское бюро 

«Астрон». 

Россия, 140080, Московская область, г. Лыткарино,  

ул. Парковая, 1. 

E-mail: info@astrohn.ru 
 

 

Статья поступила в редакцию 6 мая 2020 г. 
 

 

© Кульчицкий Н. А., Наумов А. В., Старцев В. В., 2020 

в период с 2018 г. до 2023 г. Предпринята по-

пытка прогноза влияния пандемии COVID-19 

на рынок GaAs. Отмечается, что на данный 

момент российский рынок GaAs имеет незна-

чительный объем и в ближайшей перспективе 

не достигнет уровня, необходимого для появ-

ления конкурентоспособного на мировом 

уровне отечественного производителя. Спе-

цификой российского рынка является низкая, 

по сравнению с мировой, доля гражданского 

рынка микроэлектроники. В то же время, су-

ществует понимание, что для создания мате-

риалов современной электронной компонент-

ной базы в России необходимо развивать 

производства особо чистых соединений и ис-

ходных компонентов.  
 

 

Арсенид галлия – история и перспективы 
 

Рынки пластин и эпитаксиальных струк-

тур GaAs вступают в новую эру оптоэлектро-

ники. До 2017 г. фотоника на GaAs была отно-

сительно незначительным сектором при- 

менения. Но с момента появления функции 3D 

сканирования с использованием VCSEL 

(vertical-cavity surface-emitting laser – лазер с 

вертикальным резонатором) на базе GaAs в 

смартфонах iPhone X компании Apple, GaAs-

VCSEL и аналогичные оптоэлектронные при-

боры на GaAs привлекли огромное внимание.  

mailto:orion@orion-ir.ru
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Традиционно GaAs являлся основным ма-

териалом СВЧ-электроники. В середине 60-х гг. 

ХХ века в США под эгидой US Department of 

defense (DoD) начались исследования свойств 

GaAs, которые завершились разработкой ин-

тегральных схем (ИС) высокого быстродейст-

вия, используемых в «интеллектуальных» 

системах управления огнем и в суперкомпью-

терах. DoD финансировал программу разра-

ботки ИС типа MIMIC (Microwave/Millimeter 

Wave Monolitic Integrated Circuits), в после-

дующем – MAFET-схем (Microvave Analog 

front End Technology) (рис. 1). В настоящее 

время промышленность GaAs-ИС, в основном, 

выпускает приборы на полевых транзисторах 

с управляющим p–n-переходом (JFET), поле-

вые транзисторы с затвором Шоттки 

(MESFET – Metal Semiconductors Field Effect 

Transistor) и GaAs-псевдоморфные гетерост-

руктурные полевые транзисторы с высокой 

подвижностью электронов (GaAs p-HEMT). 

С промышлен- 

ным освоением процессов обработки пластин 

GaAs диаметром 150 мм существенно снизи-

лась стоимость p-HEMT-приборов. Это обес-

печило их широкое распространение во все 

сектора применения, от мобильных телефонов 

и базовых станций до радаров и систем связи 

миллиметрового диапазона [1, 2, 18, 20]. Прог-

ноз роста производства подложек GaAs пред-

ставлен на рис. 2. 

Основные типы приборов на основе GaAs 

приведены в табл. 1 [12–15]. 

 

 

Рис. 1. Динамика разви-

тия рынка приборов на 

GaAs 2000–2019 гг. и про-

гноз до 2027 г. (млрд долл. 

США). Источник [14], 

оценки авторов. 
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Рис. 2. Прогноз роста произ-

водства подложек GaAs, 

2017–2023 г., млн шт. (в пе-

ресчете на 150 мм).  

Источник – «GaAs Wafer & 

Epiwafer Market: RF, Photon-

ics, LED и PV приложения» 

от Yole Dévelopement. 

Таблица 1 

Основные типы приборов на основе GaAs 
 

Приборы Структура Назначение 

Технология  

получения 

GaAs-подложки 

Светодиоды 

(СД) видимого 

диапазона, в т ч. 

микро-СД 

Эпитаксиальные 

слои GaAlAs, 

GaAsP или  

InGaAsP на  под-

ложке GaAs  

СД стандартной яркости – для индикаторов, цифро-

вых дисплеев и ИК-излучателей;  

СД повышенной яркости – для подсветок, ил-

люминации, сигнальных устройств, указателей, ав-

томобильных огней и пр. 

ВНК 

Лазерные диоды 

в т. ч. VCSEL, 

EEL, ИК, УФ и 

др. 

Эпитаксиальные 

слои GaAlAs, 

GaAsP и др. на 

подложке GaAs 

Для устройств записи и считывания CD и DVD-

дисков, в телекоммуникационных устройствах, 

ВОЛС, медицине, принтерах, для накачки твердо-

тельных лазеров, оптическая локация LiDAR 

ВНК 

Солнечные  

батареи 

Эпитаксиальные 

слои легированно-

го GaInAs или 

AlGaInP на Ge 

Для бортовых источников питания космических ап-

паратов; растет рынок наземных батарей такого типа 
ВНК, LEC 

Аналоговые  

и цифровые  

интегральные  

схемы 

Эпитаксиальные 

слои GaInP, 

GaInAs, AlGaInP  

и др. на подложке 

GaAs 

Высокоскоростные логические блоки, коммуника-

ционные блоки для телекоммуникационных систем; 

усилители мощности для мобильных телефонов LEC 

ИК-матричные 

фотоприемные 

устройства 

«смотрящего» 

типа 

Структуры с 

«квантовыми 

ямами», GaAlAs, 

GaInAs и др. на 

подложке GaAs 

Инфракрасные и тепловизионные приборы ночного 

видения 

ВНК 

Фотонные инте-

гральные схемы 

Структуры с кван-

товыми точками 

InAs на подлож-

ках GaAs 

Генераторы неразличимых одиночных фотонов для 

протоколов квантовой криптографии, лазеры тера-

герцевого диапазона, одноэлектронные фотонные 

транзисторы и др. Элементная база для квантовых 

компьютеров. 

ВНК 

 

 

Методы получения монокристаллов GaAs 
 

 Для производства полупроводниковых 

приборов в основном используются следую-

щие кристаллы GaAs: 

Полуизолирующий (ПИ) GaAs с высо-

ким удельным сопротивлением (10
7
 Ом см). 

Монокристаллы используется при изготовле-

нии высокочастотных ИС и дискретных мик-

роэлектронных приборов. В ПИ-GaAs высокое 

удельное сопротивление обеспечивается тем, 

что уровень Ферми в середине запрещенной 

зоны закрепляется благодаря существованию 
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глубокого донорного центра, известного как 

EL2 и связанного с собственными антиструк-

турными дефектами. Роль компенсирующих 

мелких акцепторов выполняют атомы фоно-

вой примеси углерода и антиструктурные де-

фекты. Помимо высокого удельного сопро-

тивления, монокристаллы ПИ-GaAs должны 

иметь высокие значения подвижности носите-

лей заряда и высокую макро- и микроскопиче-

скую однородность распределения параметров 

как в поперечном сечении, так и по длине вы-

ращенных слитков. 

 Легированный кремнием (ПП) GaAs  

n-типа проводимости с низкой плотностью 

дислокаций.  

Монокристаллы сильно легированного 

кремнием (10
17

–10
18

 см
-3

) GaAs, помимо высо-

кой проводимости, должны обладать доста-

точно совершенной кристаллической струк- 

турой. Для производства светодиодов пригод-

ными считаются монокристаллы с ND < 10
4
 см

-2
, 

а для лазеров – с ND < 2 10
3
 см

-2
. Такие кри-

сталлы используется в оптоэлектронике для 

изготовления инжекционных лазеров, свето- и 

фотодиодов, фотокатодов, являются материа-

лом для генераторов СВЧ-колебаний, приме-

няются для изготовления туннельных диодов, 

способных работать при более высоких тем-

пературах, чем кремниевые и на более высо-

ких частотах, чем германиевые. 

Исходный поликристаллический GaAs 

обычно получают посредством реагирования 

паров As с металлическим Ga при высокой 

температуре в запаянных кварцевых ампулах. 

Как правило, емкость с As, помещенную у од-

ного конца ампулы, нагревают до температу-

ры 618 С. В результате в ампуле образуется 

давление паров As в 1 атмосферу, что необхо-

димо для получения стехиометрического 

GaAs. Пары As взаимодействуют с металличе-

ским Ga, который поддерживается при темпе-

ратуре 1238 С и находится у другого конца 

ампулы в лодочке из кварца или пиролитиче-

ского нитрида бора (PBN). После того, как As 

полностью прореагирует, образуется поликри-

сталлическая загрузка (рис. 3).  

В промышленном производстве монокри-

сталлов GaAs используются три метода выра-

щивания: метод Чохральского с жидкостной 

герметизацией расплава слоем борного ангид-

рида (Liquid Encapsulated Czochralski – LEC), 

метод горизонтальной направленной кристал-

лизации в вариантах «по Бриджмену» 

(Horizontal Bridgman – HB) или «кристаллиза-

ции в движущемся градиенте температуры» 

(Horizontal Gradient Freeze – HGF) и метод 

вертикальной направленной кристаллизации в 

тех же двух вариантах (Vertical Bridgman – VB 

и Vertical Gradient Freeze – VGF). 

В установку для вытягивания кристаллов 

методом Чохральского загружают поликри-

сталлический слиток GaAs в тигле с наруж-

ным графитовым элементом (рис. 4). GaAs 

расплавляют при температуре, близкой к  

1238 С, и кристалл вытягивают в атмосфере, 

под давлением, изменяемым от нескольких до 

100 атмосфер. Расплав полностью заключен в 

оболочку из B2O3, которая предотвращает 

распад расплава, когда давление паров As 

совпадает или его превышает давление инерт-

ного газа (обычно аргона или азота), введен-

ного в камеру установки. Монокристалличе-

ский GaAs также может быть синтезирован в 

камере путем введения As в расплавленный 

Ga или сплавления As и Ga при высоком дав-

лении. Динамика развития метода в части рос-

та величины загрузки и диаметра выращивае-

мого кристалла приведена на рис. 5. 
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Рис. 3. Синтез поликристаллического арсенида галлия. 

 

 

Рис. 4. Метод Чохральского получе-

ния монокристаллов GaAs из-под 

флюса. 
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Рис. 5. Динамика развития выращи-

вания GaAs методом Чохральского из 

под флюса – рост массы и диаметра 

слитка. 

 

 

За последние 50 лет, в СВЧ-

полупроводниковой промышленности наблю-

дается увеличение диаметра пластин GaAs, 

диаметр пластины растут от 50 до 150 мм, так 

как это снижает затраты на производство как 

минимум на 20–25 % при каждом переходе на 

большой диаметр. Промышленность сейчас 

преимущественно использует пластины диа-

метром 150 мм. Использование 150мм пла-

стины, как ожидается, продолжится в прогно-

зируемом периоде за счет значительных 

инвестиций, осуществленных такими круп-
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ными производителями, как WIN Semiconduc-

tor (Тайвань) в модернизацию и строительство 

новых фабрик для 150 мм пластин. Однако, 

отрасль движется в сторону развития техноло-

гии пластин 200 мм (8 дюймов). Исследовате-

ли из Стэнфордского университета разработа-

ли производственный процесс на 200 мм 

пластине GaAs. 

Широко используется также метод гори-

зонтальной направленной кристаллизации в 

вариантах «по Бриджмену» (Horizontal 

Bridgman — HB) или «кристаллизации в дви-

жущемся градиенте температуры» (Horizontal 

Gradient Freeze – HGF) и метод вертикальной 

направленной кристаллизации в тех же двух 

вариантах (Vertical Bridgman – VB и Vertical 

Gradient Freeze – VGF) (рис. 6). На рис. 7 при-

ведена проявившаяся тенденция последних 

лет в развитии метода VGH – переход к груп-

повому полунепрерывному выращиванию. 

 

 
 

Рис. 6. Схема метода VGF выращивания монокристаллов GaAs. 
 

 

Вид сбоку 

Вид сверху 
 

 

Рис. 7. Динамика развития выращивания GaAs ме-

тодом VGH – переход к групповому полунепрерыв- 

ному выращиванию. 

Материал, полученный методом ВНК, 

имеет более низкую плотность дислокаций, но 

материал LEC обладает более однородным 

распределением дислокаций по площади пла-

стины. Что касается электрически активных 

комплексов EL2, то кристаллы, полученные 

LEC-методом имеют более однородное рас-

пределение этих дефектов и, как следствие, 

более однородное распределение удельного 

сопротивления по площади пластины. Кроме 

того, монокристаллы, выращенные методом 

ВНК, имеют более высокую себестоимость, чем 

выращенные методом LEC. Это обусловлено в 

4–5 раз меньшей скоростью кристаллизации и 

исключением операции повторного затравле-

ния. Сравнивая совокупность характеристик, 

присущих различным методам выращивания, 

можно полагать, что в ближайшие годы оба 

метода будут присутствовать на рынке с пре-

обладанием ВНК (табл. 2, рис. 8) [5–8]. 

 
Таблица 2 

 

Применимость различных технологий выращивания GaAs 
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Приборы Тип прибора 
Предпочтительная  

технология 

Полевые транзисторы металл-

полупроводник (MESFET) 

Униполярный транзистор LEC 

СВЧ-транзисторы (HEMT) Униполярный транзистор LEC 

Транзисторы с гетеропереходом (HBT) Биполярный транзистор ВНК либо LEC 

Лазерные и светодиоды оптоэлектроника ВНК 
 

 

 
 

Рис. 8. Соотношение долей ПИ- и ПП GaAs на рынке, млн $. 
 

На основе арсенида галлия также изготав-

ливаются светодиоды (СД). Изобретение пер-

вых СД, выделяющих монохроматический 

свет при подключении к источнику тока, от-

носится к 1960-м годам. До 1980-х низкая яр-

кость, отсутствие СД синего и белого цветов, 

а также высокие затраты на их производство 

ограничивали их применение – СД использо-

вали в наружных электронных табло, ими 

оборудовали системы регулирования дорож-

ного движения, применяли в оптоволоконных 

системах передачи данных и медицинском 

оборудовании. Появление сверх ярких, а так-

же синих (в середине 1990-х годов) и белых 

СД (в начале XXI века) и постоянное сниже-

ние стоимости позволили использовать СД в 

качестве индикаторов режимов работы элек-

тронных устройств, в подсветке жидкокри-

сталлических экранов различных приборов. 

Впоследствии применение светодиодов ос-

новных цветов (красного, синего и зеленого) 

позволило конструировать из них дисплеи с 

выводом полноцветной графики и анимации. 

Срок службы СД, превышающий в 6–8 раз 

долговечность люминесцентных ламп, отно-

сительная простота в работе с ними на этапе 

сборки изделий, отсутствие необходимости в 

регулярном обслуживании сделали эти источ-

ники света лидерами в соревновании с более 
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традиционными –газоразрядными, люминес-

центными лампами и лампами накаливания.  

 СД состоит из эпитаксиальных слоев 

GaAlAs, GaAsP или InGaAsP на подложке их 

GaAs либо GaP. СД из AlGaInP, GaAsP на 

подложках GaP излучают свет от бледно-

зеленого до красного. СД из AlGaAs на под-

ложках GaAs излучают свет от красного до 

инфракрасного. СД-индустрия еще в начале 

2000-х гг вступила в новый этап развития, что 

обусловлено выбором ярких и сверхъярких 

СД для создания систем общего освещения 

нового поколения, где они заменяют тради- 

ционные лампы накаливания и люминесцент-

ные лампы. Всего в мире сегодня работают 

более 2500 реакторов для производства свето-

диодных структур методом эпитаксии метал-

лоорганических соединений из газовой фазы 

(MOCVD-эпитаксии). Для обеспечения их ра-

боты используется более 100 т галлия/год в 

виде металлоорганических соединений (три-

метилгаллий и проч.) высокой чистоты. Тоже 

относится к особочистому мышьяку [17] 

 Основными производителями полупро-

водниковых изделий GaAs являются компа-

нии: Skyworks Solutions, Qorvo, Broadcom, 

Advanced Wireless Semiconductor Co (AWSC), 

Analog Devices, MACOM, и Murata Manufac-

turing (рис. 9) [9–12]. 

 

 

 
 

Рис. 9. Структура рынка GaAs. 

 

Ситуация в РФ 
 

Спецификой российского рынка является 

низкая, по сравнению с мировой, доля граж-

данского рынка. До недавнего времени,  

основная потребность отечественных произ-

водителей радиоэлектронных и телекоммуни-

кационных систем в СВЧ-ИС покрывалась за 

счет зарубежных поставок. При этом отечест-

венные производители занимали на рынке 

нишу полупроводниковой продукции для во-

енных устройств [18, 19]. В России, промыш-

ленно выпускаемые и разрабатываемые СВЧ 

ИС на частоты выше 6 ГГц базируются на по-

левых транзисторах MESFET. В настоящее 

время рядом российских предприятий ведется 

работа по разработке и организации выпуска 

ряда более современных СВЧ ИС, преимуще-

ственно для нужд оборонно-промышленного 

комплекса. Проекты находятся в различной 

стадии готовности. 

В России существует производство объ-

емного GaAs и пластин GaAs в АО «Государ-

ственный научно-исследовательский и проект- 

ный институт редкометаллической промыш-

ленности» (г. Москва, госкорпорация Рос- 

атом), предприятии «Лассард» (г. Обнинск) 

[10, 16]. Вместе с тем, потребность отечест-

венных предприятий в арсениде галлия растет. 

Потребности в значительной мере покрыва-
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ются за счет импорта. 
 

 

Основные драйверы развития GaAs  

после 2017 года 
 

С 2017 года пластины GaAs особенно за-

метны в фотонике. Когда компания Apple 

представила свой новый айфон с функцией 3D 

сканирования с использованием лазеров с вер-

тикальными резонаторами (VCSEL) на основе 

GaAs, это открыло путь к значительному рос-

ту сегмента рынка полупроводниковых пла-

стин GaAs для фотоники, который должен  

вырасти с ежегодным темпом роста 37 % до 

150 млн $ к 2023 году. 

Другие приложения к смартфонам с ис-

пользованием красно-оранжево-желтого и 

инфракрасного светодиода на основе GaAs 

также обеспечивают рост рынка GaAs. Для 

всего рынка СД на GaAs аналитики прогнози-

руют 21 % ежегодного прироста, что даст бо-

лее половины объема пластин GaAs к 2023 

году. 3 сенсорных модуля на основе GaAs 

VCSEL используются в iPhone X для распо-

знавания лиц и др. Учитывая потенциальное 

внедрение этой технологии платформами 

Android, аналитики ожидают, что этот сегмент 

рынка пластин GaAs для VCSEL вырастет на 

58 % ежегодно в период 2017–2023 гг. 

Кроме того, рынок фотоники GaAs не ог-

раничивается приложениями VCSEL. Свето-

отражение и дальнометрия (LiDAR) – ключе-

вая технология, позволяющая создать 3D 

карту окрестностей для автономных транс-

портных средств и робототехники. В этом но-

вом приложении используются высокомощ-

ные и крупногабаритные лазерные устройства 

на основе GaAs с краевым излучением (EEL), 

которые будут представлять невероятный им-

пульс для рынка фотонных полупроводнико-

вых пластин GaAs. 

Наряду с значительным ростом рынка 

пластин GaAs ожидается, что инфракрасные 

светодиоды на подложках GaAs будут демон-

стрировать сильный потенциал роста. В 2017–

2023 годах, инфракрасные светодиоды на ос-

нове GaAs, используемые в медицинских дат-

чиках артериального давления и сахара в кро-

ви, а также датчики для распознавания жестов 

в смартфонах и автомобилях, также являются 

сегментами роста рынка (рис. 10). 

Растущий спрос на ИК-системы, вызван-

ный как военными, так и гражданскими при-

менениями, вызовет рост мирового рынка те-

пловых камер в ближайшие годы. Рост 

степени интеграции тепловых камер в смарт-

фоны и их коммерческое применение, вместе 

с уменьшающимися ценами на тепловизион-

ные камеры, как ожидают, стимулирует от-

раслевой рост в целом. Рынок тепловых камер 

для военных и охранных применений, как 

предсказывают аналитики, превысит 2,4 мил-

лиарда долларов США к 2023 году, вследст-

вие возрастающих проблем безопасности. 

Значительное расширение областей примене-

ния ИК-систем коротковолнового ИК-

диапазона спектра (0,9–1,7 мкм) привело к 

развитию тройного полупроводникового со-

единения индий-галлий-мышьяк (InGaAs), по-

явлению охлаждаемых МФПУ на основе 

сверхреше- 

ток (InAs/GaSb Type II SL) и квантовых ям 

(QW, QD). 
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Рис. 10. Динамика роста и структура производства: а – VCSEL-диодов; б – EEL-диодов. 

 

С точки зрения цепочки создания стоимо-

сти, значительный потенциал роста рынка фо-

тоники GaAs откроет множество возмож- 

ностей для поставщиков пластин и эпитакси-

альный структур, а также для поставщиков 

исходных компонентов металлоорганического 

химического осаждения из паровой фазы 

(MOCVD). С точки зрения поставок объемных 

кристаллов GaAs, Sumitomo Electric, Freiberger 

Composite Materials и AXT лидируют на рынке 

с общей долей рынка около 95 %. Кроме того, 

поскольку новые лазерные приложения дик-

туют очень высокие технические требования к 

пластинам GaAs, которые постоянно развива-

ются, аналитики полагают, что метод ВНК в 

этом секторе будет главенствующим, а упо-

мянутые игроки сохранят свое техническое 

преимущество по крайней мере в течение еще 

3–5 лет. Ожидается, что китайские поставщи-

ки пластин GaAs, такие как Violent Materials, 

которые захватили часть рынка СД от веду-

щих поставщиков, увеличат свою долю.  

Что касается производства эпитаксиаль-

ных структур GaAs, существуют различные 

бизнес-модели. Рынок СД GaAs в основном 

вертикально интегрирован, с хорошо зареко-

мендовавшими себя интегрированными про-

изводителями устройств (IDM), такими как 
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Osram, Sanan, Epistar и Changelight. За послед-

ние несколько лет сектор эпитаксиальных 

структур GaAs прошел через большую консо-

лидацию, в результате чего осталось четыре 

основных игрока: IQE, VPEC, Sumitomo 

Chemicals (включая Sumitomo Chemical 

Advanced Technologies и SCOCS) и IntelliEPI. 

[13–18]. 
 

 

Заключение 
 

Последствия появления вируса COVID-19 
глобальны, но реакция очень специфична для 
каждой отдельной страны и отрасли. Это осо-
бенно важно для оценки рынка GaAs, по-
скольку он тесно связан с состоянием дел на 
рынке смартфонов и фотонных устройств. Не-
давно опубликованный прогноз Strategy 
Analytics Group продаж телефонов для 88 
стран с 2007 г. до 2025 г оценивает снижение 
поставок смартфонов на ~ 21 % в 2020 г., но 
обещает относительно быстрое последующее 
восстановление. С учетом того, что более 
50 % выручки СВЧ-GaAs поступает с рынка 
мобильных телефонов, 21%-е снижение по-
ставок смартфонов негативно скажется на вы-
ручке кристаллов и пластин GaAs. Так что 
очень вероятно, что после очень длительного 
периода роста выручки GaAs рынок будет на-
блюдать второй год подряд сокращение. Ис-
ходя из этого прогноза и наших оценок, про-
дажи кристаллов и пластин GaAs в  
2020 году могут снизиться на 11–12 %. Паде-
ние поставок мобильных телефонов, видимо, 
будет все-таки слишком большим, чтобы пре-
одолеть спад полностью, поэтому общая вы-
ручка, похоже, сократится в 2020 году, но 
трудные времена в отрасли компонентов GaAs 
должны быть кратковременными (т. н. «V-
образный» спад – с быстрым падением и бы-
стрым восстановлением). В конечном счете, 
как только цепочка поставок и спрос вернутся 
в нормальное русло, 5G сети и фотонные уст-
ройства станут движущей силой будущего 
роста рынка GaAs. В средне- и долгосрочной 
перспективе мировые сектора рынка пластин 
и эпитаксиальных структур GaAs будут расти. 
Рынок пластин GaAs, как ожидается, достанет 
$1,3 млрд к 2023 г. с ежегодным темпом роста 
от 11,5 % в период с 2018 г. до 2023 г. На дан-
ный момент российский рынок специальных 
материалов для производства полупроводни-

ковых соединений для электронно-
компонентной базы (GaAs и др.) имеет незна-
чительный объем и в ближайшей перспективе 
не достигнет уровня, необходимого для появ-
ления конкурентоспособного отечественного 
производителя, даже при условии выполнения 
программ импортозамещения. В то же время, 
существует понимание, что для создания со-
временной электронной компонентной базы в 
России необходимо развивать производства 
особо чистых соединений [19, 20]. 
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The paper discusses the current state of production technology gallium arsenide and GaAs-

devices, the features of the global market, an analysis of its development trends. Until re-

cently, high frequency integrated circuits (ICs) on mobile telephony GaA was one of the 

fastest growing market segments for applications of this material. However, the paradigm of 

GaAs-market development is changing. Photonics is becoming the new engine of develop-

ment of the world market for gallium arsenide. The world market of gallium arsenide con-

tinues to develop - amounting to $2019 million in 260, it will demonstrate the annual growth 

rate of 4.5 %, and will reach $330 million in 2024. It is noted that at the moment the Rus-

sian market of such materials (GaAs, etc.) still has a small volume and in the short term will 

not reach the level necessary for the emergence of a world-competitive domestic producer.  

It is understood that in order to create materials of the modern electronic component base in 

Russia it is necessary to develop the production of particularly pure compounds, taking into 

account the peculiarities of the development of the world market, first of all it is necessary to 

develop the technologies of GaAs production of single crystals and epi-ready plates. 
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